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MODELO ATOMICO DE RUTHERFORD




Modelo Atdbmico de Bohr

Energia de arbitas
n=3 BN aumento

;_.\\ Un fotdn es emitido con

—\_ energia £ = &F

AR

Referencia:
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=202476
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NUMERO ATOMICO

El NUmero Atomico en un ELEMENTO QUIMICO,
es el nimero total de protones que tiene cada
atomo de ese elemento.

Para un ATOMO NEUTRO, el numero de
PROTONES coincide con el numero de
ELECTRONES.

Atomo neutro: Nro. Protones = Nro. Electrones
Se representa con la letra Z. >
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CAPA ELECTRONICA

e Distribucion orbital de * Nro. de Electrones por
electrones alrededor capa = 2n?

del nucleo (Bohr). Donde n = Capa (nivel).

e Cada capa u orbita,
puede alojar un
numero maximo de
electrones.

e Las capas se denominan
alfabéticamente desde
la letra “K”.
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DISTRIBUCION DE ELECTRONES

2n2
K (n=1); Hasta 2 e
L (h=2); Hasta8 e-
M (n=23); Hasta 18 e-
Supongamos Silicio
Nro. Atomico 14.
K = 2 electrones.

L = 8 electrones.
M = 4 electrones.

Ultima capa: 14-2-8 = 4 8
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NIVELES DE ENERGIA

/Niveles de Energia

Banda de conduccién

Banda prohibida

Banda de valencia
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NIVELES DE ENERGIA

Niveles de Energia

S

Banda de conducci6n @Iﬁ) >
4
I

Banda prohibida :

I
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|

Banda de valencia @
VHK
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NIVELES DE ENERGIA

Conductor Semiconductor Alslante

Banda de conduccién

Banda de conduccion

> ~4 eV

Banda de valencia -
Fuente: wix.com

Banda de valencia
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TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS

grupo 1 [ 4 [ ] 18
100794 1 4002602 D
13120 220 - 23723

periodo 1 = H e
Hidrogeno masa atomica . X Helio
18 2 ?QE‘Q;%“?QE:‘;?,E.‘:‘ r 55.845 26 i nimero atémico l:' metales alcalinos l:‘ metaloides 13 14 15 16 17 18
6.941 9.012182 - (2 de i on —1 = i |:| inoté |:| 10.811 12.0107 14.0067 15.9994 18.998403 201797
o e 3' ot ™ 4: 1.2 energia de \onlze:i;?go‘ 762.5 1.83 electronegatividad alcalinotérreos no metales st oy 5] e 6ﬂ et 75 Akt 8 ik 94 S 10
. d . 3 3 el a4
2 LI i Be :i’ l:' otros metales [:I halégenos B i 2 N 3 e F N e
= 4
Litio Berilio simbolo quimico — +3 l:l ik l:‘ Boro Carbono  -i| Nitrégeno =3[ Oxigeno Fltior Neén
15725 157282 q 112 metales de transicién gases nobles 157257 2p! (EFESTY 9 157252 2p7 9 157257 2p* 157252 2p° (EFESTY
22.98976 243050 — L Hi ~11— estados de oxidaci6n D lantanidos elementos 26.98153 28.0855 30.97696 32.065 35.453 39.948
4958 0931 1 7377 131 1 2 nombre Hlerro -2 més comunes estén en negrita desconocidos 57725 161 1 3’] 7865 \9n1 4 10118 2151 5 9996 2551 6‘ 12512 3151?7 15206 1 8
3 f configuracién electrénica ——- [Ar] 3cF 4s? |:| actinidos 4. masas de clementos s B b 3 @
N a q 2 radiactivos entre A S I 4 4 4 C b A r
Sodio Magnesi parentesis Aluminio Silicio -;| Fésforo =] Azufre 5| clore i Argon
e s’ e 3st 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ne) 35° 3" Ne) 35 35 | meras 3 | ez *| merzs s | meras s
39.0983 40.078 4495591 47.867 50.9415 51.9962 54.93804 55.845 58.93319 58.6934 63.546 65.38 69.723 72.64 74.92160 78.96 79.904 83.798
4188 082 1 9 589.8 1.00 zq 6331 136 2 ‘Iu 658.8 154 2% 650.9 1.63 23 6529 166 24 7173 155 257 7625 1.83 26‘5 7604 191 27‘, 7371 188 28”1 7455 1.90 29”1 906.4 165 30‘1 5788 181 3 ‘I‘] 7620 20 32”1 947.0 218 33 9410 255 34.‘ 1139.9 296 3% 1350.8 3.00 36}
3 . e bl bt b bt e . i i 3 4 5 3 34
‘ AV o ACr (Mn diFe NI Zn “ JAs ¢ 1Br |Kr
Potasio Calcio Escandio Titanio Vanadio '| cromo j; Manganeso ‘| Hierro :'; Cobalto ES Niguel Cobre Zinc Galio Germanio Arsénico Selenio Bromo ¢ Kriptén
[Ar] 4s' [Ar] as? [Ar] 3d" 487 [Ar] 3d? 4% [Ar] 3d* 452 [Ar] 3 as' [Ar] 3 4s? 3| ar) 3 as? [Ar] 3d &5t [Ar] 3cf 457 [Ar] 3d® a5’ [Ar] 3d® a5 [Ar] 3d® 4s? 4p" [Ar] 3d® 4s? 4p? [Ar] 3d® 4s? 4p° [Ar] 3d® 4s? 4p* [Ar] 3d® 4s? 4p° [Ar] 3d® 4s? 4p°
85.4678 87.62 88.90585 91.224 92.90638 95.96 (98) 101.07 102.9055 106.42 107.8682 112.441 114.818 118.710 121.760 127.60 126.9044 131.293
403.0 0.82 37 549.5 095 38‘1 600.0 122 39 6401 133 4q 6521 160 4 ‘! A 6843 216 4% 7020 1.90 437 7102 220 44] 719.7 228 45‘5 8044 220 46”1 731.0 193 47 867.8 1.69 48‘1 5583 1.78 49 708.6  1.96 SQ 8340 205 5 1 869.3 210 5% 1008.4 266 53 11704 260 54
° Y |Zr ‘INb Tc. |Ru |Rh ! Ag In ‘ISn - Te L IXe
5 5 4 G g E 5
Rubidio Estroncio Itrio Circonio Niobio Molibdeno '; Tecnecio :f, Rutenio % Rodio 5| Paladio P\atg Cadmio Indio Estafio Antimonio Telurio Yodo Xenon
[Kr] 58" [Kr] 58 [Kr] 4d" 587 [Kr] 4% 557 [Kr) 4 55" [Kr] 4 55" [Kr) 4 557 3| (k] ad 55! 2| [Kr] acf 55" [Kr] 4d® [Kr] 4d® 55" [Kr] 4d® 57 [Kr] 4d® 5¢7 5p* [Kr] 4d® 557 5p? [Kr] 4d® 552 5p° [Kr] 4d® 557 5p* [Kr] 4d® 557 5p° [Kr] 4d® 557 5p°
132.9054 i13732:7 174.9668 178.49 180.9478 183.84 186.207 190.23 192.217 195.084 196.9665 200.59 204.3833 207.2 208.9804 (210) (21 0) (220)
3757 079 5 5 5029 089 56 5235 127 7 ‘I 658.5 130 7% 761.0 150 73 7700 236 74‘“ 760.0 1.90 75 840.0 220 76‘” 880.0 220 77 870.0 228 78“’ 890.1 254 79‘) 10071 2.00 SQ 589.4 1.62 8 'I‘ 7156 233 8% 703.0 202 83 8121 2.00 846 890. 8 5 1037.0 8 6
° Ba [Lu |Hf 'Ta YW Re iIr Pt ‘|au |Hg [T |Pb ‘Bi_ |Po At |Rn
& 7 i W i 5
Cesio Bario Lutecio Hafnio Tantalo Wolframio '; Renio :f, Osmio % Iridio "'1. Platino ) Merc& Talio Plomo Bismuto Polonio Astato Radon
pre] 65 Dre] 65° Dre] 4 5l 65° [Xe] 4" 50t 65° [re] 4" 5 65° [Xe] 4 50t 657 [e] 4" sdEs” 3| prelarsdtes’ 2| pre]arsdes’ [Xe] 4* 5 65 [Xe] 4% 5 65’ [Xe] 4% 507 6s* [Xe] 4r*5d™ 65’ 6p' | [re] ar*sa™es’ 6p7 | prejarsaesiep’ | prejarsaesiept | relamsaesiep® | pre) 4 saes’ ept
B ned[co 88| 1032 104(c 105|@e 106(@s 107|@m 108|@® 109]en 110/@2 111 112|es 113[em f14lem 11522 116 EENENTIE
& & " 8 £ 2 8 a & " " 1 v s 3 ’ . 2 e i el bt i
IFr  |Ra |Lr Db |S Bh [Hs |Mt |Ds |Rg |Cn [Nh |FI Mc |Lv |TIs 7O
Francio Radio Lawrencio Rutherfordio | Dubnio Seagvglo Bohrio Hasio Meitnerio Darmstatio Roentgenio Copernicio Nihonio Flerovio Moscovio Livermorio Teneso Ogangn
RA) 75 R 75 [Rn]Sf* 757 7p! [Rn] 5F* 67 757 [RN)5f14 63 752 [Rn) 752 5f14 6d4 [RN)5f14 6d5 752 [Rn] 5f14 6d10 72 [Rm) 752 5f14 6d7 [Rn] 752 5f14 6d8 [Rn] 514 6d107s1 | [Rn]5F146d10752 [Rn] 5f14 6d10 752 7p] [Rn] 5714 6d10 752 7p2| [Rn] 5714 6d10 7s2 7p3|[Rn] 5f14 6d10 7s2 7pa| [Rn] 514 6d10 752 7ps| [Rn] 5114 6d10 752 7pg
Blogues de configuracion electronica
O
138.9054 140.116 140.9076 144.242 (145) 150.36 151.964 157.25 158.9253 162.500 164.9303 167.259 168.9342 173.054
5381 110 57 5344 112 58 527.0 113 59 5331 114 6q 540.0 6 'I‘] 5445 1.7 6% 5471 63ﬂ 5934 120 61‘13 565.8 654 573.0 122 66 581.0 123 67 589.3 124 63 596.7 125 69 603.4 793
la Nd |Pm (Sm |Eu 'Tb |Dy |(Ho |Er |Tm |Yb
s |d [ Lantano Cerio Praseodimio | Neodimio Prometio Samario Europio Gadolinio Terbio Disprosio Holmio Erbio Tulio Iterbio
] 5 6s* [xe] 4f' 54 6s* [Xe] 4F 65" [xe] af 65 [Xe] 4F 657 [Xe] af 657 [Xe] of 65° [Xe] 4f 50 65° [Xe] af 657 [xe] 4° 657 [xe] 4f" 65’ [xe] 4" 65’ [xe] 45 65° [xe] 47" 67
(227) 232.0380 231.0358 238.0289 (237) (244) (243) (247) (247) (251) (252) (257) (258) (259)
499.0 1.10 89 587.0 130 90 568.0 150 9 1 .| 5976 138 92 6045 136 93 5847 128 94 578.0 130 95 581.0 130 96 601.0 130 97 608.0 130 98 619.0 130 99 627.0 1.30 1 OO 635.0 1.30 1 O 1 642.0 1.30 1 02
Notas A Th 5 P 2 i A G g Bk £ E g = g 3
b4 i m m m
+ 1 Ki/mol = 96.485 eV. C A a X ) p . = | X \ -1 - S . | 2 .
« Todos los elementos tienen un estado de oxidacién Actinio Torio Protactinio Uranio Neptdinio Plutonio Americio Curio Berkelio Californio Einstenio Fermio Mendelevio Nobelio
implicito cero. [Rn] 6d' 75" [Rn] 6 75" [Rn] 5 64’ 75 [Rn] 5F 60’ 75 [Rn] 5¢ 60 757 [Rn] 5 75 [Rn] 51 75 [Rn] 51 6d' 75" [rn] 5¢ 75 [Rn] 5175 [Rn] 51" 65° [Rn] 5¢7 75 [Rn] 5 75 [Rn] 5757

* Los estados de oxidacién de los elementos 109,110,

111,112,113,114,115,116,117 y 118 son predicciones.
+ Las configuraciones electrénicas de los elementos 105,

106,107,

,108,109,110,111

son predicciones,

,112,113,114,115116,117y 118
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Original file: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodic_table_large-es.svg
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[He]2sz2p [He]2s22p [He]2szz2pa [He]2s22p+ [He]2sz2ps [He]2s2p=
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g 0 0904 ; - o7z E-“ 0770 fﬁi-“ 070 ;ﬂf-” 0478 | | 7ua 052
9335 N | IRTE] =R IFE 2181 | 3epa L5 e S A ;
T s7a (|| 1583 mar || L oz || 1000 | | 323 1251 | | B2 1521
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1.18 L1 D6 102 0.9 058
[Me]3s23p [MNelaszap? [Me]3s23p [MNel3sz3ps [Me]3s23p= [Me]3sz3ps
69,723 TZE 1,82160 TE.96 E 79,504 818
Galio Germanio Arsénico Selenio Bromo Kripton
;51 037 f - 0372 3;'5 0378 f];;“':‘ 0.3zl ;_'i;'s' 0473 3 . 0246
023 L8 () s LN I vy P el BT el IR '
: 579 : 762 " 047 241 - 1140 1351
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126 172 : 20 1.16 114 112 -
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[Krladmssisg [Krladwssisp: [Krladnssisg: [Krladmsssps [Krladnsssgs [Keladossasps
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14,818 126, G447 131,28
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wra | | ] 1.96 2.05 2.1 7 66 26

a79.8 cea | | 5051 el | 90s aaa | |722-7 pea | | 3867 vooa | | 1612 o
2346 | | 2878 sl | 1eso e | R son | [458a e | | 1850 o
1.44 1.41 : : 1.36 1.33 1.31 -

[Krledmsssp [Erladwssrspe [Krladmsssps [Krladmss sps [Krladesssps [KrladiossTsps
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Dopado o Metalizacion

VR

14 SILICO 51 ANTIMONIO

[ 3
L
IIXY

. 5 Electrones en la ultima capa
4 Electrones en la ultima capa
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SEMICONDUCTOR Tipo N

Un electron libre >

LY

Fuente: www.asifunciona.com
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SEMICONDUCTOR Tipo N

Banda de conduccién

@x@sx@  -{-1-1-p-1-

Electron /ibre

Banda de valencia

Fuente: https://thetuzaro.wordpress.com/
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Semiconductor tipo N

SEMICONDUCTOR TIPO-N

Flujo HE electrones

Fuente: www.asifunciona.com
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d d d d d 1s
1081 12010 1400674 15,9904 n 18,988403 20,1787
ro rbono itrdgeno xigeno or n
Bo Carb N Ol Fii Neb
234 1os | | 555 o710 | | F5EHAS 10 | | g 092 | | g 0828 | |6 ong 1
2365 2041 | 4100 256 | | g3 g 04 | yn el I B P el W BT :
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Dopado o Metalizacion

O\

31 GALIO 14 SILICO

e
.l"‘:“"l. \ e
e

3 Electrones en la ultima capa 4 Electrones en la ultima capa
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SEMICONDUCTOR Tipo P

= A A,
- ', F L L
.
.

= Falta un electrén,

7 hueco (laguna) >
o .
-'-*-,_m.

Fuente: www.asifunciona.com
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Semiconductor tipo P

SEMICONDUCTOR TIPO-P
Flujo de huecos

Fuente: www.asifunciona.com
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Conduccion en Materiales
SEMICONDUCTORES
Extrinsecos

SEMICONDUCTOR TIPO-P SEMICONDUCTOR TIPO-N
Flujo de huecos Flujo ie electrones

<9 <o <o/ (B
o <o
<9 <49 <9

O
OFr O»O»
O O» +9 <49

o Flujo de -|!lE1|::tr-::+m!5=.._HL g Flujo de electrones
+ - + -
i i

Fuente: www.asifunciona.com
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CONDUCCION DE MATERIAL
SEMICONDUCTOR EXTRINSECO (Metalizado)

Sentido de los huecos Sentido de los electrones
+ e o — g e m— e — — =3

4 )

sorrrerl SEMICONDUCTOR DE SILICIO
METALIZADO

L Sentido convencional de la corriente
—e Sentido de los electrones
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